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(57)【要約】
【課題】本発明は、例えば有機ＥＬ素子を用いた画像表
示装置に適用して、低輝度領域又は非発光領域を視認し
難くし、異常画素による画質劣化を従来に比して一段と
改善する。
【解決手段】本発明は、非発光領域又は低輝度領域の境
界長が長くなればなる程、輝度を増大させてリペア画素
等の異常画素の輝度を調整する。
【選択図】　　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マトリックス状に画素を配置した表示部と、
　画像データに応じて前記表示部に配置した画素を駆動し、前記表示部で所望の画像を表
示する駆動部とを有し、
　前記駆動部は、
　輝度の低い低輝度領域又は非発光領域を部分的に有する異常画素の輝度を調整する輝度
調整部を有し、
　前記輝度調整部は、
　前記異常画素における前記低輝度領域又は前記非発光領域と発光領域との境界長が長く
なるに従って補正量が増大するように設定して、前記異常画素の面積による積分輝度、又
は前記異常画素の面積及び時間による積分輝度を増大させ、前記輝度調整部により前記異
常画素の輝度を調整しない場合に比して前記低輝度領域又は前記非発光領域を視認し難く
する
　画像表示装置。
【請求項２】
　前記輝度調整部は、
　さらに前記低輝度領域又は前記非発光領域が画素の中央より遠ざかるに従って補正量が
増大するように設定して、前記異常画素の面積による積分輝度、又は前記異常画素の面積
及び時間による積分輝度を増大させる
　請求項１に記載の画像表示装置。
【請求項３】
　前記輝度調整部は、
　正常画素における面積による積分輝度、又は前記正常画素における面積及び時間による
積分輝度以下の範囲で、前記異常画素の発光領域における単位面積当たりの発光輝度を対
応する正常画素における単位面積当たりの発光輝度に比して増大させて、前記異常画素の
発光輝度を調整する
　請求項１に記載の画像表示装置。
【請求項４】
　前記輝度調整部は、
　正常画素における面積による積分輝度、又は前記正常画素における面積及び時間による
積分輝度以下の範囲で、前記異常画素の発光領域における単位面積当たりの発光輝度を対
応する正常画素における単位面積当たりの発光輝度に比して増大させて、前記異常画素の
発光輝度を調整する
　請求項２に記載の画像表示装置。
【請求項５】
　前記異常画素が、リペア画素である
　請求項１に記載の画像表示装置。
【請求項６】
　前記表示部が、有機ＥＬ素子を用いたパッシブマトリックス型の表示部である
　請求項１に記載の画像表示装置。
【請求項７】
　前記表示部が、有機ＥＬ素子を用いたアクティブマトリックス型の表示部である
　請求項１に記載の画像表示装置。
【請求項８】
　マトリックス状に画素を配置した表示部と、
　画像データに応じて前記表示部に配置した画素を駆動し、前記表示部で所望の画像を表
示する駆動部とを有する画像表示装置の駆動方法において、
　輝度の低い低輝度領域又は非発光領域を部分的に有する異常画素の輝度を調整する輝度
調整ステップを有し、



(3) JP 2010-101925 A 2010.5.6

10

20

30

40

50

　前記輝度調整ステップは、
　前記異常画素における前記低輝度領域又は前記非発光領域と発光領域との境界長が長く
なるに従って補正量が増大するように設定して、前記異常画素の面積による積分輝度、又
は前記異常画素の面積及び時間による積分輝度を増大させ、前記異常画素の輝度を調整し
ない場合に比して前記低輝度領域又は前記非発光領域を視認し難くする
　画像表示装置の駆動方法。
                                                                                
                
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像表示装置及び画像表示装置の駆動方法に関し、例えば有機ＥＬ（Electr
o Luminescence）素子を用いた画像表示装置に適用することができる。本発明は、非発光
領域又は低輝度領域の境界長を考慮してリペア画素等の異常画素の輝度を調整することに
より、低輝度領域又は非発光領域を視認し難くし、異常画素による画質劣化を従来に比し
て一段と改善する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、有機ＥＬ素子を用いた画像表示装置の開発が盛んになっている。ここで図２８に
示すように、この種の画像表示装置１は、マトリックス状に画素を配置して表示部２が形
成される。画像表示装置１は、順次入力される画像データＤ１に応じて、駆動回路３によ
り表示部２を駆動し、表示部２で所望の画像を表示する。
【０００３】
　有機ＥＬ素子の画像表示装置は、パッシブマトリックス型とアクティブマトリックス型
とに大別される。ここで図２９に示すように、パッシブマトリックス型の画像表示装置５
は、有機ＥＬ素子ＯＬＥＤ（１，１）、ＯＬＥＤ（１，２）、……による画素をマトリッ
クス状に配置して表示部２が形成される。画像表示装置５は、駆動回路３に設けられたス
イッチ回路６により走査線ＳＣＡＮ（１）、ＳＣＡＮ（２）、……を順次循環的に選択す
る。画像表示装置５は、順次入力される画像データＤ１を電流駆動回路７（１）、７（２
）、……に振り分け、電流駆動回路７（１）、７（２）、……でそれぞれ画像データＤ１
に応じた駆動電流Ｉｓｉｇ（１）、Ｉｓｉｇ（２）、……を生成して対応する信号線ＳＩ
Ｇ（１）、ＳＩＧ（２）、……に出力する。これにより画像表示装置５は、ライン順次で
有機ＥＬ素子ＯＬＥＤ（１，１）、ＯＬＥＤ（１，２）、……を順次発光させて所望の画
像を表示する。これにより画像表示装置５は、信号線ＳＩＧ（１）、ＳＩＧ（２）、……
を介した電流駆動により各画素の階調を設定する。
【０００４】
　アクティブマトリックス型の画像表示装置１１は、図３０に示すように、画素ＰＩＸ（
１，１）、ＰＩＸ（１，２）、……を構成する有機ＥＬ素子ＯＬＥＤと有機ＥＬ素子ＯＬ
ＥＤを駆動する駆動回路とによる画素回路１６をマトリックス状に配置して表示部２が形
成される。ここで画素回路１６は、例えばＰチャンネル型トランジスタＴｒ２と有機ＥＬ
素子ＯＬＥＤとの直列回路の両端が電源Ｖｄｄ及びＶｓｓに接続され、ゲートドレイン間
電圧に応じた駆動電流で駆動トランジスタＴｒ１により有機ＥＬ素子ＯＬＥＤを駆動する
。画素回路１６は、駆動トランジスタＴｒ１のゲートドレイン間に、駆動トランジスタＴ
ｒ１のゲートドレイン間電圧を保持する保持容量Ｃｓが設けられる。画素回路１６は、走
査線ＳＣＡＮを介した書込トランジスタＴｒ２の制御により、保持容量Ｃｓの端子電圧が
信号線ＳＩＧ（１）、ＳＩＧ（２）、……を介して順次設定される。これにより画素回路
１６は、信号線ＳＩＧ（１）、ＳＩＧ（２）、……を介して駆動トランジスタＴｒ１のゲ
ートドレイン間電圧を設定して各画素の階調を設定し、この駆動トランジスタＴｒ１のゲ
ートドレイン間電圧に応じた駆動電流で有機ＥＬ素子ＯＬＥＤを電流駆動する。
【０００５】
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　駆動回路３は、順次入力される画像データＤ１を各信号線ＳＩＧ（１）、ＳＩＧ（２）
、……に振り分けてそれぞれディジタルアナログ変換処理し、各信号線ＳＩＧ（１）、Ｓ
ＩＧ（２）、……の駆動電圧Ｖｓｉｇ（１）、Ｖｓｉｇ（２）、……を設定する。また駆
動回路３は、駆動電圧Ｖｓｉｇ（１）、Ｖｓｉｇ（２）、……の設定に対応して各走査線
ＳＣＡＮ（１）、ＳＣＡＮ（２）、……に書込トランジスタＴｒ２の制御信号を出力する
。
【０００６】
　有機ＥＬ素子を用いた画像表示装置は、図２９及び図３０に示す有機ＥＬ素子の駆動電
流を可変して階調を表現する方式の他、有機ＥＬ素子の発光時間を可変して階調を表現す
る方法（時間変調方式）、有機ＥＬ素子の発光面積を可変して階調を表現する方法（面積
変調方式）等が提案されている。
【０００７】
　有機ＥＬ素子を用いたアクティブマトリックス型の画像表示装置に関して、特開２００
７－３１０３１１号公報には、２つのトランジスタを用いて画素回路を構成する方法が開
示されている。従ってこの特開２００７－３１０３１１号公報に開示の方法によれば、構
成を簡略化することができる。またこの特開２００７－３１０３１１号公報には、有機Ｅ
Ｌ素子を駆動する駆動トランジスタのしきい値電圧のばらつき、移動度のばらつきを補正
する構成が開示されている。従ってこの特開２００７－３１０３１１号公報に開示の構成
によれば、駆動トランジスタのしきい値電圧のばらつき、移動度のばらつきによる画質劣
化を防止することができる。
【０００８】
　また特開２０００－１９５６７７号公報、特開２００３－１７８８７１号公報には、レ
ーザービームの照射により、欠陥画素をリペアする方法が提案されている。また特開２０
０１－１１７５３４号公報には、逆バイアスの印加により、欠陥画素をリペアする方法が
提案されている。
【０００９】
　すなわち有機ＥＬ素子の画像表示装置では、種々の要因により、何ら発光しない非発光
画素、発光輝度が著しく低い低輝度画素、輝点として観察される高輝度画素等の欠陥画素
が発生する。
【００１０】
　具体的に、図３１（Ａ）に示すように、この種の画像表示装置に適用される有機ＥＬ素
子ＯＬＥＤは、微小間隔で対向するように保持された陰極及び陽極で有機ＥＬ層を挟持し
、この微小間隔が数〔μｍ〕～１０〔μｍ〕に設定される。なお有機ＥＬ素子ＯＬＥＤは
、画像表示装置の構成に応じて、上部電極及び下部電極がそれぞれ陰極及び陽極に設定さ
れる場合と、これとは逆に下部電極及び上部電極がそれぞれ陰極及び陽極に設定される場
合とがある。
【００１１】
　従って有機ＥＬ素子ＯＬＥＤは　図３１（Ｂ１）及び（Ｃ１）により示すように、微小
な塵の混入により、この微小な塵が混入した画素で陰極及び陽極が短絡する場合がある。
なお図３１（Ｂ１）は、導電性を有する塵が電極間に混入して陰極及び陽極が短絡する場
合である。また図３１（Ｃ１）は、上部電極上に混入した塵により陰極及び陽極間の間隔
が狭くなり、陰極及び陽極が短絡する場合である。この場合、当該画素は、非発光画素と
なる。また有機ＥＬ素子は、微小な塵により局所的にリーク電流が発生する場合もあり、
この場合、当該画素は、低輝度画素となる。
【００１２】
　また有機ＥＬ素子は、陰極及び陽極間に数〔Ｖ〕～１０〔Ｖ〕程度の電圧が印加される
。従って有機ＥＬ素子は、有機ＥＬ層の膜厚のばらつき、膜質のばらつきによる局所的な
絶縁破壊により短絡し、この場合、当該画素は、非発光画素となる。また局所的に非導通
状態となる場合もあり、この場合、当該画素は、局所的に非発光の部位を有する低輝度画
素となる。
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【００１３】
　また有機ＥＬ素子は、水分等の不純物の影響により、局所的に有機ＥＬ層の膜質、有機
ＥＬ層物質の構造が変動し、その結果、局所的に有機ＥＬ素子の発光効率が変動する場合
がある。この場合、当該画素は、この発光効率の変動により、低輝度画素、又は高輝度画
素となる。
【００１４】
　これらの欠陥画素は、画像表示装置において、滅点、輝点等の欠陥として視認され、著
しく画質を劣化させる。特に発光輝度の低い低輝度領域において、欠陥画素の割合が増大
すると、滅点、輝点が目立ち易くなり、著しく画質が劣化する。
【００１５】
　特開２０００－１９５６７７号公報等に開示の手法は、図３１（Ｂ２）及び（Ｃ２）に
より示すように、欠陥画素内において、欠陥画素の発生原因となった部位の電極を局所的
に除去し、残った部位を正常に機能させる。
【特許文献１】特開２００７－３１０３１１号公報
【特許文献２】特開２０００－１９５６７７号公報
【特許文献３】特開２００３－１７８８７１号公報
【特許文献４】特開２００１－１１７５３４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
　ところで特開２０００－１９５６７７号公報等に開示の手法によるリペアでは、局所的
に電極を除去した部位が非発光領域となる。その結果、これらのリペアでは、リペアしな
い場合に比して画質を向上し得るものの、依然として滅点による欠陥が視認される問題が
ある。
【００１７】
　特に、リペア画素では、リペアにより発生した非発光領域の位置によって、非発光領域
の見え方が異なり、欠陥として視認される程度も異なる。
【００１８】
  本発明は以上の点を考慮してなされたもので、欠陥画素等の異常画素による画質劣化を
従来に比して一段と改善することができる画像表示装置及び画像表示装置の駆動方法を提
案しようとするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　上記の課題を解決するため本発明は、マトリックス状に画素を配置した表示部と、画像
データに応じて前記表示部に配置した画素を駆動し、前記表示部で所望の画像を表示する
駆動部とを有する画像表示装置に適用する。前記駆動部は、輝度の低い低輝度領域又は非
発光領域を部分的に有する異常画素の輝度を調整する輝度調整部を有し、前記輝度調整部
は、前記異常画素における前記低輝度領域又は前記非発光領域と発光領域との境界長が長
くなるに従って補正量が増大するように設定して、前記異常画素の面積による積分輝度、
又は前記異常画素の面積及び時間による積分輝度を増大させ、前記輝度調整部により前記
異常画素の輝度を調整しない場合に比して前記低輝度領域又は非発光領域を視認し難くす
る。
【００２０】
　また本発明は、マトリックス状に画素を配置した表示部と、画像データに応じて前記表
示部に配置した画素を駆動し、前記表示部で所望の画像を表示する駆動部とを有する画像
表示装置の駆動方法に適用する。輝度の低い低輝度領域又は非発光領域を部分的に有する
異常画素の輝度を調整する輝度調整ステップを有し、前記輝度調整ステップは、前記異常
画素における前記低輝度領域又は前記非発光領域と発光領域との境界長が長くなるに従っ
て補正量が増大するように設定して、前記異常画素の面積による積分輝度、又は前記異常
画素の面積及び時間による積分輝度を増大させ、前記異常画素の輝度を調整しない場合に
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比して前記低輝度領域又は非発光領域を視認し難くする。
【００２１】
　人間の視覚は、二次元のローパスフィルタの特性を有している。従って異常画素におけ
る低輝度領域又は非発光領域と発光領域との境界長が長い場合には、境界長が短い場合に
比して、低輝度領域又は非発光領域の面積が小さくなって視認され、低輝度領域又は非発
光領域は滅点として視認され難くなる。従って境界長が長くなるに従って補正量が増大す
るように設定して、面積による積分輝度又は面積及び時間による積分輝度を増大させれば
、滅点を認識させないようにして異常画素の発光輝度を正常画素の発光輝度に近づけるこ
とができ、一段と画質を向上することができる。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明によれば、欠陥画素等の異常画素による画質劣化を従来に比して一段と改善する
ことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　以下、適宜図面を参照しながら本発明の実施の形態を詳述する。なお説明は、以下の順
序で行う。
１．第１の実施の形態
２．第２の実施の形態
３．第３の実施の形態
４．第４の実施の形態
５．第５の実施の形態
６．第６の実施の形態
７．第７の実施の形態
８．変形例
　＜第１の実施の形態＞
〔実施の形態の構成〕
　図１は、図２８との対比により本発明の第１の実施の形態に係る画像表示装置を示すブ
ロック図である。この画像表示装置２１は、製造工程において、表示部２の欠陥画素が検
出され、この欠陥画素がレーザービームの照射、逆バイアスの印加等によりリペアされる
。なお以下において、リペアにより局所的に非発光領域が発生した異常画素をリペア画素
と呼ぶ。
【００２４】
　画像表示装置２１は、メモリにより構成される画素輝度調整情報部２２に、リペア画素
の位置情報であるアドレス、輝度調整量の情報を格納して保持する。画像表示装置２１は
、この画素輝度調整情報部２２に格納した情報により駆動回路２４に設けられた輝度調整
演算回路２３でリペア画素の発光輝度を補正する。
【００２５】
　より具体的に、画像表示装置２１は、画素輝度調整情報部２２に格納したアドレスに対
応する画像データＤ１を補正してリペア画素の発光輝度を補正する。なお表示部２には、
図３０の構成が適用される。従って画像表示装置１１は、画像データＤ１に応じて保持容
量Ｃｓの端子間電圧を設定し（図３０）、この端子間電圧に応じた駆動電流で有機ＥＬ素
子ＯＬＥＤを定電流駆動する。
【００２６】
　〔定電流駆動におけるリペアによる発光輝度の変化〕
　ここで図２に示すように、正常画素の発光領域の面積を１とした場合の、リペア画素に
おける非発光領域の面積である面積比率をαとする。またリペア画素の非発光領域は、電
極間が非導通であって、完全に非発光の状態であり、リペア画素の残りの領域は、正常画
素と同一に正常に発光しているものとする。
【００２７】
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　この場合、有機ＥＬ素子ＯＬＥＤの発光輝度Ｌｏｌｅｄは、次式で表すことができる。
なおここでＩｏｌｅｄは、有機ＥＬ素子ＯＬＥＤの駆動電流である。またβは、駆動トラ
ンジスタＴｒ１の増幅率であり、Ｖｔｈは、駆動トランジスタＴｒ１のしきい値電圧であ
る。またＶｄｓは、駆動トランジスタのドレインソース間電圧である。
【００２８】
【数１】

【００２９】
　なおここでλは、定数である。駆動トランジスタＴｒ１の特性が、飽和領域においてド
レインソース間電圧によって変化しない場合、λ＝０である。しかしながら実際のトラン
ジスタは、飽和領域においてドレインソース間電圧によって特性が変化することから、λ
＞０である。
【００３０】
　リペア画素は、非発光領域により正常画素に比して発光領域の面積が低下する。その結
果、発光領域における単位面積当たりの電流が一定であるとすると、リペア画素では、正
常画素に比して駆動電流が（１－α）倍に減少することになる。従って図３０の画素回路
による駆動において、リペア画素の有機ＥＬ素子ＯＬＥＤを正常画素と同一の駆動電流で
駆動する場合には、図３に示すように、有機ＥＬ素子ＯＬＥＤの端子間電圧Ｖが電圧ΔＶ
ｏｌｅｄだけ増大することになる。なおここで図３において、横軸はドレインソース間電
圧である。
【００３１】
　ここで正常画素の駆動電流Ｉｏｌｅｄ１を、次式で表す。
【００３２】
【数２】

【００３３】
　リペア画素では、図３との対比により図４に示すように、ドレインソース電圧Ｖｄｓが
所定電圧ΔＶｄｓだけ減少し、駆動電流Ｉｏｌｅｄ２は、次式で表される。
【００３４】
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【数３】

【００３５】
　その結果、リペア画素では、発光領域における単位面積当たりの発光輝度が増大するも
のの、面積により積分した発光輝度は減少することになる。なお以下において、面積によ
り積分した輝度を、面積による積分輝度と呼ぶ。ここでＩｏｌｅｄ１＝Ｉｏｌｅｄ２とお
いて（２）式及び（３）式を整理して次式の関係式を得ることができる。
【００３６】

【数４】

【００３７】
　従ってこの（４）式の関係式を満足するように設定すれば、面積による積分輝度をリペ
ア画素と正常画素とで等しくすることができる。
【００３８】
　これにより図５に示すように、駆動トランジスタＴｒ１の特性を考慮して、非発光領域
の面積比率αの分だけ駆動電圧Ｖｓｉｇを補正すれば、正常画素とリペア画素とで面積に
よる積分輝度を同一に設定できることが判る。
【００３９】
　なお図２９に示すように定電流駆動で有機ＥＬ素子を駆動する場合にあって、電流駆動
回路が十分に定電流特性を有している場合には、何ら補正することなく、リペア画素と正
常画素とで面積による積分輝度を同一に設定することができる。
【００４０】
  〔非発光領域の位置を考慮しない最適な輝度調整量〕
　ところで単に積分輝度を正常画素と同一に設定しただけでは、リペア画素により画質の
劣化が知覚される場合がある。
【００４１】
　ここで図６に示すように、リペア画素における非発光領域の面積比率αが値０．５であ
るものとする。なお以下においては、発光領域における単位面積の発光輝度を最大値１０
０とした数字で示す。ここで正常画素の単位面積当たりの発光輝度が５０である場合、リ
ペア画素の単位面積当たりの発光輝度を１／（１－α）倍すれば、正常画素とリペア画素
とで面積による積分輝度を同一に設定することができる。従って図６（Ａ）の例では、リ
ペア画素の単位面積当たりの発光輝度を１００に設定すれば、面積による積分輝度を正常
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画素とリペア画素とで同一に設定することができる。
【００４２】
　この図６（Ａ）の例において、リペア画素における非発光領域と発光領域とを人間の視
覚が空間的に分解して認識可能である場合、人間の目には、欠陥画素の場合と同様に、こ
のリペア画素における非発光領域と発光領域とがそれぞれ滅点及び輝点として認識される
ことになる。
【００４３】
　従って単純に、リペア画素の積分輝度を正常画素と同一に設定しただけでは、画質の劣
化が知覚される恐れがある。またこれにより図２９に示すように電流駆動回路で有機ＥＬ
素子を駆動する場合にあって、電流駆動回路が十分に定電流特性を有していて何ら補正す
ることなくリペア画素と正常画素とで面積による積分輝度を同一に設定することができる
場合でも、リペア画素による画質の劣化が知覚される恐れがある。
【００４４】
　この場合、図６（Ａ）との対比により図６（Ｂ）に示すように、面積による積分輝度を
正常画素と同一とする場合に比してリペア画素の発光輝度を低減し、滅点として認識され
る非発光領域と輝点として認識される発光領域との輝度差を低減することにより、リペア
画素による画質劣化を知覚し難くすることができる。
【００４５】
　すなわちこの場合、正常画素における面積による積分輝度以下の範囲で、リペア画素の
面積による積分輝度を増大させて画質劣化を知覚し難くすることができる。より具体的に
、図７に示すように、リペア画素の単位面積当たりの発光輝度を、リペア画素の面積によ
る積分輝度と正常画素の面積による積分輝度とを同一に設定する発光輝度（図７（Ａ））
と、正常画素の単位面積当たりの発光輝度（図７（Ｂ））との間の発光輝度に設定して、
最も画質劣化を知覚し難くすることができる。
【００４６】
　すなわちこの場合、次式の関係式を満たすように設定して、最も画質劣化を知覚し難く
することができる。なおここでＬ（単位面積、正常画素）及びＬ（積分、正常画素）は、
それぞれ正常画素における単位面積当たりの発光輝度及び面積による積分輝度である。ま
たＬ（単位面積、リペア画素）及びＬ（積分、リペア画素）は、それぞれリペア画素の発
光領域における単位面積当たりの発光輝度及び面積による積分輝度である。
【００４７】
【数５】

【００４８】
　なお（５）式には、等号が含まれている。これは人間の視覚特性に対して、画素ピッチ
が十分に高精細の場合には、正常画素とリペア画素とで面積による積分輝度を同一に設定
することにより、最も画質劣化を知覚し難くすることができるからである。また人間の視
覚特性に対して、画素ピッチが格段的に大きい場合には、単位面積当たりの発光輝度を同
一に設定することにより、最も画質劣化を知覚し難くすることができるからである。
【００４９】
　ここで正常画素の単位面積当たりの発光輝度と面積による積分輝度とはＬ（単位面積、
正常画素）×１＝Ｌ（積分、正常画素）と表すことができる。また、リペア画素における
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単位面積当たりの発光輝度と面積による積分輝度とはＬ（単位面積、リペア画素）×α＝
Ｌ（積分、リペア画素）と表すことができる。従って（５）式は、次式に変形することが
できる。
【００５０】
【数６】

【００５１】
　従って（６）式の関係式を満足するように、リペア画素の発光輝度を設定すれば、欠陥
画素をリペアして画質劣化を最も知覚し難くすることができる。なお表示部の解像度、精
細度以外にも、表示輝度、表示画像によっても最適な補正量が変化する。従って表示する
画像に応じて、さらには階調によって、輝度調整量を変化させてもよい。
【００５２】
　なお面積による積分輝度を正常画素とリペア画素とで同一に設定する場合には、発光輝
度Ｌ（単位面積、正常画素）／（１－α）＝発光輝度Ｌ（単位面積、リペア画素）の関係
式を満足するように設定すればよい。従って（５）式は、次式により表すこともできる。
【００５３】

【数７】

【００５４】
 〔非発光領域の位置及び形状を考慮した最適な輝度調整量〕
　ここでリペアにより発生した非発光領域の位置による最適な輝度調整量を検討する。図
８に示すように、非発光領域の面積比率αが値０．５であるものとする。図８（Ａ）は、
有効発光領域の下半分が非発光領域に設定され、有効発光領域の上半分が発光領域に設定
された場合である。また図８（Ｂ）は、有効発光領域の上下方向のほぼ中央が非発光領域
に設定され、有効発光の上下、それぞれ１／４の領域が発光領域に設定された場合である
。
【００５５】
　この場合、人間の視覚特性が二次元のローパスフィルタの特性を有していることから、
図８（Ａ）及び（Ｂ）との対比により、発光時の見え方を図９（Ａ）及び（Ｂ）に示すよ
うに、非発光領域は面積が小さくなって見える。その結果、非発光領域が画素中央から遠
ざかり、この遠ざかった側の非発光領域の幅が狭くなればなる程、この幅の狭くなった非
発光領域は、実際の大きさに比して見た目の大きさが小さくなり、視認することが困難に
なる。従ってリペア画素の発光輝度を補正する場合、非発光領域が画素中央部に存在する
場合程、発光領域の発光輝度を低くすることが必要になる。
【００５６】
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　従って（７）式より求められる最適光量を、さらに図１０に示すように、非発光領域の
位置が画素中央に近づくに従って値が小さくなる重み付け係数ｎ１により重み付けして輝
度調整すれば、一段と画質を向上することができる。但し、図１１に示すように、有効画
素領域の中央Ｏから非発光領域の中央Ｐまでの水平方向及び垂直方向の距離をそれぞれｗ
及びｌとする。また有効画素領域の水平方向及び垂直方向の長さをそれぞれ２Ｗ及び２Ｌ
とする。
【００５７】
　ここでリペアにより発生した非発光領域の形状による最適な輝度調整量を検討する。図
１２に示すように、非発光領域の面積比率αが値０．５であるものとする。図１２（Ａ）
は、図９（Ａ）について上述したと同様に、有効発光領域の下半分及び上半分がそれぞれ
非発光領域及び発光領域に設定された場合である。また図１２（Ｂ）は、有効発光領域の
右半分及び左半分がそれぞれ非発光領域及び発光領域に設定された場合である。
【００５８】
　この場合、有効発光領域が縦長の矩形形状であることから、有効発光領域の右半分及び
左半分をそれぞれ非発光領域及び発光領域に設定した場合の方が、有効発光領域の下半分
及び上半分をそれぞれ非発光領域及び発光領域に設定した場合に比して、発光領域と非発
光領域との境界長が長くなる。従ってこの場合、図１２（Ａ）の場合に比して、図１２（
Ｂ）の場合の方が発光領域と非発光領域との境界長が長くなる。
【００５９】
　ここで人間の視覚特性が二次元のローパスフィルタの特性を有していることから、図１
２との対比により発光した状態を図１３に示すように、図１２（Ａ）の場合に比して、図
１２（Ｂ）の場合の方が、発光領域と非発光領域との境界長が長い分だけ、非発光領域の
見た目の大きさが小さくなり、非発光領域を識別することが困難になる。従ってリペア画
素の発光輝度を補正する場合、発光領域と非発光領域との境界長が短い場合程、発光領域
の発光輝度を低くすることが必要になる。
【００６０】
　すなわちこの場合、図１４に示すように、発光領域と非発光領域との境界長Ｌ１が長い
場合程、値が増大する重み付け係数ｎ２により、（７）式より求められる最適光量を重み
付けして輝度調整すれば、一段と画質を向上することができる。
【００６１】
　従ってこの実施例では、リペア画素毎に、重み付け係数ｎ１及びｎ２を算出して乗算し
、総合の重み付け係数を計算する。また（７）式の関係式を満足する範囲内で、（７）式
より求められる最適光量をこの総合の重み付け係数で重み付けし、輝度調整量の情報を設
定する。
【００６２】
　具体的に、この実施の形態において、図１５（Ａ）及び図１６（Ａ）に示すように、画
像表示装置２１の製造工程は、例えば中間階調で各画素を発光させて各画素の発光輝度を
測定し、非発光画素、低輝度画素、高輝度画素等の欠陥画素を検出する。この図１５（Ａ
）及び図１６（Ａ）の例では、欠陥画素が非発光画素であり、単位面積当たりの発光輝度
は０である。
【００６３】
　製造工程は、検出した欠陥画素の詳細な観察により、欠陥画素中の欠陥の部位を検出し
、この部位へのレーザービームの照射により、リペアの処理を実行する。又は欠陥画素へ
の逆バイアスの印加により、リペアの処理を実行する。これにより図１５（Ｂ）及び図１
６（Ｂ）に示すように、欠陥画素は、欠陥の部位の電極が破壊される。これにより欠陥画
素は、欠陥の部位が非発光領域に設定され、欠陥画素の残りの領域が発光領域に設定され
る。
【００６４】
　ここで図１５（Ｂ）及び図１６（Ｂ）に示すように、このリペアの処理により、面積比
率αが０．３の非発光領域が発生したとする。また発光領域における単位面積当たりの発



(12) JP 2010-101925 A 2010.5.6

10

20

30

40

50

光輝度が６３に上昇したとする。このように単位面積当たりの発光輝度が上昇しても、未
だ画像表示装置２１では、このリペア画素が滅点として視認される。ここで図１５（Ｂ）
は、有効発光領域のほぼ中央に非発光領域が作成された場合であり、図１６（Ｂ）は、有
効発光領域の周辺部分に非発光領域が作成された場合である。
【００６５】
　ここでα＝０．３であることから、（７）式から５０≦Ｌ（単位面積、リペア画素）≦
５０／（１－０．３）が求められ、これを解いてリペア画素における単位面積当たりの発
光輝度の最適値が５０～７１の範囲に存在することが判る。
【００６６】
　この製造工程は、リペア後の計測により、又はリペア時のレーザービームの照射位置及
び光量により、図１０及び図１１の重み付け係数ｎ１及びｎ２の計算に必要な非発光領域
の中心位置及び発光領域との境界長を検出する。またこの中心位置及び境界長とから重み
付け係数ｎ１及びｎ２を計算した後、重み付け係数ｎ１及びｎ２を乗算して総合の重み付
け係数を計算する。
【００６７】
　また（７）式の関係式から求められる最適値５０～７１の範囲で設定基準値を設定し、
この設定基準値を総合の重み付け係数で重み付けして各リペア画素の輝度調整量を計算す
る。
【００６８】
　ここでこの図１５及び図１６の例では、リペア画素の単位面積当たりの発光輝度をそれ
ぞれ値６９（図１５（Ｃ））及び値６７（図１６（Ｃ））に設定する。この製造工程は、
この計算した単位面積当たりの発光輝度からリペアした場合の発光領域の発光輝度（値６
３）を減算して輝度上昇分を計算し、この輝度上昇分をリペアした場合の発光領域の発光
輝度で割り算する。この製造工程は、この割り算による値を画素輝度調整量の情報として
リペア画素のアドレスと共に画素輝度調整情報部２２に格納する。
【００６９】
　輝度調整演算回路２３は、順次入力される画像データＤ１のうち、画素輝度調整情報部
２４に格納されたアドレスに対応する画像データＤ１について、対応する輝度調整量によ
り乗算して補正量を計算し、この計算した補正量を加算して画像データＤ１を出力する。
またそれ以外の画像データＤ１については、何ら補正することなく出力する。
【００７０】
　〔第１の実施の形態の動作〕
　以上の構成において、この画像表示装置２１では（図１及び図３０）、順次入力される
画像データＤ１が駆動回路２４に入力され、ここで各信号線に振り分けられた後、ディジ
タルアナログ変換処理されて駆動電圧Ｖｓｉｇが設定される。画像表示装置２１では、走
査線による制御により、この駆動電圧Ｖｓｉｇがライン順次で表示部２の各画素回路１６
に設定される。より具体的に、各画素回路１６に設けられた保持容量Ｃｓの端子間電圧が
この駆動電圧Ｖｓｉｇにより設定される。画像表示装置２１では、この保持容量Ｃｓの端
子間電圧による駆動電流により有機ＥＬ素子ＯＬＥＤが駆動される。これにより画像表示
装置２１では、画像データＤ１による画像を表示部２で表示することができる。
【００７１】
　しかしながら画像表示装置２１では、各種の要因により、有機ＥＬ素子ＯＬＥＤによる
画素が欠陥画素となる場合がある（図３０参照）。そこで画像表示装置２１では、製造工
程において、欠陥画素が検出され、レーザービームの照射、逆バイアスの印加等により、
欠陥画素の発生原因となった部位の電極が局所的に除去されてリペアの処理が実行される
。これにより画像表示装置２１では、欠陥画素において、電極を除去した部位以外の部位
が正常に発光するようにし、欠陥画素による滅点、輝点等が目立たないように設定される
。その結果、画像表示装置２１では、何らリペアしない場合に比して画質を向上すること
ができる。
【００７２】
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　しかしながらリペアの処理により局所的に電極を除去した場合、リペア画素では正常画
素に比して発光領域の面積が低下することになる。ここで駆動トランジスタＴｒ１による
有機ＥＬ素子の定電流駆動が、十分な定電流特性を有している場合には、発光領域の面積
が低下しても正常画素と同一の駆動電流で有機ＥＬ素子を電流駆動することができる。従
ってこの場合、面積による積分輝度が正常画素と同一になるように、リペア画素を駆動す
ることになる。
【００７３】
　しかしながら画像表示装置２１では、発光領域の面積の低下により、リペア画素におい
て面積による積分輝度が低下する（図３～図５）。その結果、画像表示装置２１では、リ
ペア画素が滅点として視認され、低輝度画素による欠陥画素が発生した場合と同様に、画
質の劣化が知覚されることになる。
【００７４】
　このためリペア画素における単位面積当たりの発光輝度を増大させて滅点を目立たなく
することが考えられる。しかしながら単純に、面積による積分輝度が正常画素と同一にな
るように、リペア画素の発光輝度を増大させたのでは、今度は、リペア画素における発光
領域と非発光領域とが知覚されるようになり、画質の劣化が知覚される（図６）。そこで
面積による積分輝度が正常画素と同一になる補正量より、補正量を低減してリペア画素の
発光輝度を補正することが必要になる。
【００７５】
　しかしながらリペアにより発生した非発光領域は、その位置、形状に応じて、滅点とし
て認識し易くなったり、これとは逆に滅点として認識し難くなる場合がある（図８及び図
１５）。具体的に、非発光領域は、画素中央より遠ざかるに従って滅点として認識し難く
なり、また発光領域との境界長が長くなるに従って滅点として認識し難くなる。
【００７６】
　そこで画像表示装置２１では（図７）、非発光領域の位置、非発光領域と発光領域との
境界長に応じて値の変化する重み付け係数ｎ１及びｎ２が求められ、この重み付け係数ｎ
１及びｎ２を乗算して総合の重み付け係数が求められる。またこの総合の重み付け係数を
用いて、正常画素における面積による積分輝度以下の範囲内で、リペア画素の面積による
積分輝度を増大させてリペア画素の発光輝度を調整し、リペア画素における非発光領域が
視認し難く設定される。これにより画像表示装置２１では、非発光領域が画素中央から遠
ざかるに従って補正量が増大するように、また非発光領域と発光領域との境界長が長くな
るに従って補正量が増大するように、輝度調整され、一段とリペア画素における非発光領
域と発光領域とを視認し難くすることができ、一段と画質を向上することができる。
【００７７】
　〔第１の実施の形態の効果〕
　以上の構成によれば、非発光領域の位置及び発光領域との境界長が長くなるに従って補
正量が増大するように設定し、リペア画素の発光輝度を調整することにより、リペア画素
の非発光領域が滅点として視認されないようにし、リペア画素による画質劣化を低減する
ことができる。
【００７８】
　またさらに非発光領域が画素中央から遠ざかるに従って補正量が増大するように設定し
、リペア画素の発光輝度を調整することにより、リペア画素の非発光領域が滅点として視
認されないようにし、リペア画素による画質劣化を低減することができる。
【００７９】
　またこの輝度調整を、正常画素における面積による積分輝度以下の範囲で実行すること
により、リペア画素における発光領域及び非発光領域を視認し難くして、画質を向上する
ことができる。
【００８０】
　＜第２の実施の形態＞
　この実施の形態の画像表示装置は、有機ＥＬ素子を定電圧で駆動し、時間変調方式によ
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り有機ＥＬ素子の発光時間を可変して階調を表現する。従ってこの実施の形態の画像表示
装置の画素回路は、信号線に設定される駆動電圧を保持する保持容量、この保持容量に設
定された端子電圧に応じて有機ＥＬ素子の発光時間を制御する制御回路等により構成され
る。またこの制御回路は、保持容量に設定された端子電圧を一定の速度で低下させる積分
回路、保持容量の端子電圧を判定して有機ＥＬ素子の駆動を制御する比較回路等により構
成される。なおこの実施の形態では、この駆動回路に係る構成が異なる点を除いて、第１
の実施の形態と同一に構成されることにより、以下においては、適宜、図１等の構成を流
用して説明する。
【００８１】
　〔定電圧駆動におけるリペアによる発光輝度の変化〕
　ここでは、有機ＥＬ素子ＯＬＥＤを定電圧（Ｖｄｄ－Ｖｓｓ）で発光させるものとする
。またこの場合も正常画素の発光領域の面積を１とした場合の、リペア画素における非発
光領域の面積である面積比率はαであるとする。またリペア画素の非発光領域は、電極間
が非導通であって、完全に非発光の状態であり、リペア画素の残りの領域は、正常画素と
同一に正常に発光しているものとする。
【００８２】
　この場合、図１７に示すように、リペア画素の駆動電流は、正常画素に比して非発光面
積の分だけ減少し、正常画素及びリペア画素の面積による積分輝度は、単純に発光領域の
比率で表すことができる。すなわち正常画素及びリペア画素の面積による積分輝度Ｌは、
次式により表すことができる。
【００８３】

【数８】

【００８４】
　従ってこの場合、単純に、リペア画素では非発光領域の分だけ発光輝度が低下して視認
される。従ってこの場合には、単純に、リペア画素における発光領域の発光時間を１／（
１ーα）倍すれば、面積及び時間により積分した発光輝度（以下面積及び時間による積分
輝度と呼ぶ）を正常画素と同一に設定することができる。
【００８５】
  しかしながらこの実施の形態でも、単に積分輝度を正常画素と同一に設定しただけでは
、リペア画素により画質の劣化が知覚される場合がある。そこでこの画像表示装置では、
画素輝度調整情報部２２への情報の格納により、（６）式の関係式を満足するように、リ
ペア画素の発光時間を補正する。なおこの場合（６）式における面積による積分輝度を、
時間及び面積による積分輝度に置き換えて適用する。
【００８６】
　またさらにこの場合も、非発光領域の位置及び境界長による非発光領域の見え方につい
ては、第１の実施の形態と同一のことが言える。従って第１の実施の形態と同様に、それ
ぞれ重み付け係数を計算して総合の重み付け係数を計算し、この総合の重み付け係数によ
り各リペア画素の輝度調整量の情報を設定する。
【００８７】
　この実施の形態によれば、定電圧で有機ＥＬ素子を駆動する場合でも、第１の実施の形
態と同一の効果を得ることができる。
【００８８】
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　＜第３の実施の形態＞
　図１８は、本発明の第３の実施の形態に係る画像表示装置に適用される画素回路を示す
接続図である。この実施の形態の画像表示装置は、この画素回路３６及び関連する構成が
異なる点を除いて、第１の実施の形態の画像表示装置と同一に構成される。
【００８９】
　ここで画素回路３６は、有機ＥＬ素子ＯＬＥＤのカソードが所定電圧Ｖｓｓ１に保持さ
れ、有機ＥＬ素子ＯＬＥＤのアノードが駆動トランジスタＴｒ１のソースに接続される。
またこの駆動トランジスタＴｒ１は、走査線を介して供給される制御信号ＶＳＣＡＮ２（
ｉ）によりオンオフ動作するトランジスタＴｒ２を介して、ドレインが電源Ｖｄｄ１に接
続される。なおトランジスタＴｒ１及びＴｒ２は、それぞれＮチャンネル型及びＰチャン
ネル型のトランジスタである。Ｃｏｌｅｄは、有機ＥＬ素子ＯＬＥＤの容量であり、Ｃｓ
ｕｂは、有機ＥＬ素子ＯＬＥＤの容量Ｃｏｌｅと並列な付加容量である。これにより画素
回路３６は、トランジスタＴｒ２のオン状態に設定して、駆動トランジスタＴｒ１のゲー
トソース間電圧に応じた駆動電流で有機ＥＬ素子ＯＬＥＤを電流駆動する。
【００９０】
　また画素回路３６は、この駆動トランジスタＴｒ１のゲート及びソースに、駆動トラン
ジスタＴｒ１のゲートソース間電圧を保持する保持容量Ｃｓが接続される。これにより画
素回路３６は、図１９に示すように、有機ＥＬ素子ＯＬＥＤを発光される発光期間の間（
図１９においては、「発光」により示す）、トランジスタＴｒ２を介して駆動トランジス
タＴｒ１に電源Ｖｄｄ１を供給し（図１９（Ｂ））、駆動トランジスタＴｒ１により保持
容量Ｃｓの端子間電圧に応じた駆動電流で有機ＥＬ素子ＯＬＥＤを電流駆動する（図１９
（Ｅ）～（Ｇ））。
【００９１】
　画素回路３６は、走査線を介して供給される書込信号ＶＳＣＡＮ１（ｉ）によりオンオ
フ動作する書込トランジスタＴｒ３を介して、保持容量Ｃｓのゲート側端が信号線に接続
される。また走査線を介して供給される制御信号ＶＳＣＡＮ４（ｉ）によりオンオフ動作
するトランジスタＴｒ４を介して、保持容量Ｃｓのゲート側端が所定電圧Ｖｏｆｓに設定
される。また走査線を介して供給される制御信号ＶＳＣＡＮ３（ｉ）によりオンオフ動作
するトランジスタＴｒ５を介して、保持容量Ｃｓのソース側端が所定電圧Ｖｉｎｉに設定
される。なおこれらトランジスタＴｒ３～Ｔｒ５は、Ｎチャンネル型のトランジスタであ
る。
【００９２】
　画素回路３６は、発光期間においては、これらトランジスタＴｒ３～Ｔｒ５がオフ状態
に保持される（図１９（Ａ）、（Ｃ）、（Ｄ）及び（Ｇ））。画素回路３６は、発光期間
が終了して非発光期間が開始すると、トランジスタＴｒ２がオフ状態に設定され、これに
より駆動トランジスタＴｒ１への電源Ｖｄｄ１の供給が停止し、駆動トランジスタＴｒ１
のゲート電圧Ｖｇ及びソース電圧Ｖｓが立ち下がり、有機ＥＬ素子ＯＬＥＤの発光が停止
する（図１９（Ｂ）、（Ｅ）及び（Ｆ））。
【００９３】
　画素回路３６は、非発光期間が開始して一定時間経過すると、トランジスタＴｒ４及び
Ｔｒ５がオン状態に設定され（図１９（Ｃ）及び（Ｄ））、保持容量Ｃｓの端子電圧がそ
れぞれＶｏｆｓ及びＶｉｎｉに設定される（図１９（Ｅ）及び（Ｆ））。ここで電圧Ｖｏ
ｆｓ及びＶｉｎｉは、保持容量Ｃｓの端子間電圧Ｖｏｆｓ－Ｖｉｎｉを駆動トランジスタ
Ｔｒ１のしきい値電圧Ｖｔｈより大きな電圧に設定する電圧である。これにより図１９に
おいて「準備」により示すように、駆動トランジスタＴｒ１のしきい値電圧のばらつきに
よる画質劣化を防止する処理の準備処理が実行される。なお以下において、この駆動トラ
ンジスタＴｒ１のしきい値電圧のばらつきによる画質劣化を防止する処理を、しきい値電
圧の補正処理と呼ぶ。
【００９４】
　続いて画素回路３６は、トランジスタＴｒ５がオフ状態に設定された後、トランジスタ
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１９（Ｂ）及び（Ｃ））。これにより画素回路３６は、保持容量Ｃｓのゲート側端を電圧
Ｖｏｆｓに保持した状態で、駆動トランジスタＴｒ１を介してこの保持容量Ｃｓの端子間
電圧に応じた電流が有機ＥＬ素子ＯＬＥＤに流入する。その結果、画素回路３６は、この
電流により保持容量Ｃｓの端子間電圧が徐々に減少し、保持容量Ｃｓの端子間電圧が駆動
トランジスタＴｒ１のしきい値電圧Ｖｔｈになると、駆動トランジスタＴｒ１からの電流
の流入が停止して保持容量Ｃｓの端子間電圧の減少が停止する（図１９（Ｅ）及び（Ｆ）
）。これにより画素回路３６は、保持容量Ｃｓの端子間電圧が駆動トランジスタＴｒ１を
介して放電し、保持容量Ｃｓの端子間電圧が駆動トランジスタＴｒ１のしきい値電圧Ｖｔ
ｈに設定される。これにより画素回路３６は、しきい値電圧の補正処理（図１９において
「Ｖｔ補」により示す）が実行される。
【００９５】
　続いて画素回路３６は、トランジスタＴｒ２及びＴｒ５がオフ状態に設定された後（図
１９（Ｂ）及び（Ｄ））、書込トランジスタＴｒ３がオン状態に設定され、信号線に出力
される駆動電圧Ｖｓｉｇが保持容量Ｃｓのゲート側端に設定される。なおここで駆動電圧
Ｖｓｉｇは対応する画像データＤ１をディジタルアナログ変換処理して得られる電圧Ｖｄ
ａｔａに電圧Ｖｏｆｓを加算した電圧である。これにより画素回路３６は、図１９におい
て「書込」により示すように、有機ＥＬ素子ＯＬＥＤの発光輝度が設定される。
【００９６】
　画素回路３６は、続いてトランジスタＴｒ２がオン状態に設定され（図１９（Ｂ））、
一定時間経過すると、書込トランジスタＴｒ３がオフ状態に設定される（図１９（Ａ））
。これにより画素回路３６は、保持容量Ｃｓのゲート側端の電圧を駆動電圧Ｖｓｉｇに保
持した状態で、一定時間の間、駆動トランジスタＴｒ１の電流により保持容量Ｃｓの端子
間電圧を放電する。ここでこの保持容量Ｃｓの端子間電圧の放電速度は、駆動トランジス
タＴｒ１の移動度が大きい場合程、速くなる。これにより画素回路３６は、図１９におい
て「μ補」により示すように、駆動トランジスタＴｒ１の移動度のばらつきを補正する。
【００９７】
　画素回路３６は、この移動度の補正に係る書込トランジスタＴｒ３のオフ状態の設定に
より発光期間が開始し、いわゆるブートストラップ回路により機能して駆動トランジスタ
Ｔｒ１のゲート電圧Ｖｇ及びソース電圧Ｖｓが上昇する（図１９（Ｅ）及び（Ｆ））。
【００９８】
　ここで発光期間における駆動電流Ｉｄｓは、次式により表される。なおここでμは駆動
トランジスタＴｒ１の移動度、Ｗ及びＬは、駆動トランジスタＴｒ１のゲート幅及びゲー
ト長である。ｇは、書込時のゲインであり、ｔ補正は、移動度のばらつきを補正する時間
である。
【００９９】
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【０１００】
　ここでこの種の画像表示装置に適用されるトランジスタは、しきい値電圧のばらつき、
移動度のばらつきが大きい特徴がある。従って何ら対応策を講じない場合には、これらの
ばらつきにより画質が劣化する。しかしながらこの画素回路３６では、しきい値電圧のば
らつき、移動度のばらつきによる画質劣化を防止することができる。
【０１０１】
　しかしながらこの画素回路３６では、信号線を介して保持容量Ｃｓに設定する端子間電
圧と、移動度のばらつき補正処理における帰還量とが、有機ＥＬ素子ＯＬＥＤの容量の影
響を受ける。その結果、リペア処理した場合には、リペアによる有機ＥＬ素子ＯＬＥＤの
容量の低下によりリペア画素で発光輝度が変化する。従ってこれらの影響を考慮して駆動
電圧Ｖｓｉｇを設定することが必要になる。
【０１０２】
　〔書き込みゲインの変動による発光輝度の変化〕
　ここで説明を簡略化するために、画素回路３６は、図１９との対比により図２０に示す
タイムチャートにより動作するものとする。なおここでこの図２０のタイムチャートは、
移動度のばらつきを補正する処理を省略したものである。この図２０の例では、トランジ
スタＴｒ２をオン動作させて駆動トランジスタＴｒ３に電源Ｖｄｄ１の供給を開始する前
に、書込トランジスタＴｒ２をオフ動作させる。
【０１０３】
　この図２０の例では、駆動トランジスタＴｒ１による駆動電流Ｉｄｓは、次式により表
すことができる。
【０１０４】
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【０１０５】
　ここでリペアにより面積比率αの非発光領域が発生すると、有機ＥＬ素子ＯＬＥＤでは
対向電極の面積が（１－α）倍に低減することになる。従って有機ＥＬ素子ＯＬＥＤの容
量Ｃｏｌｅｄは、（１－α）・Ｃｏｌｅｄに低下することになる。従って（１０）式中の
合成容量Ｃは、α・Ｃｏｌｅｄだけ低下し、利得ｇは、（Ｃ－α・Ｃｏｌｅｄ－Ｃｓ）／
（Ｃ－α・Ｃｏｌｅｄ）に低下する。
【０１０６】
　すなわち画素回路３６では、書込トランジスタＴｒ３をオン状態に設定して保持容量Ｃ
ｓのゲート側端電圧を駆動電圧Ｖｓｉｇに設定すると、保持容量Ｃｓのゲート側端の電圧
上昇に連動して保持容量Ｃｓのソース側端も電圧が上昇する。このソース側端の電圧上昇
分は、ゲート側端電圧の電圧上昇分を容量分圧した電圧である。これにより画素回路３６
では、保持容量Ｃｓに設定される実効的な電圧Ｖｄａｔａが、有機ＥＬ素子ＯＬＥＤの容
量Ｃｏｌｅｄに依存することになる。
【０１０７】
　従ってリペアにより有機ＥＬ素子ＯＬＥＤの容量Ｃｏｌｅｄが低下すると、保持容量Ｃ
ｓに設定される端子間電圧も変化することになる。この場合、リペア画素では、正常画素
に比して保持容量Ｃｓの端子間電圧が小さくなり、発光輝度が低下することになる。
【０１０８】
　従って単純に、有機ＥＬ素子ＯＬＥＤの駆動電流Ｉｄｓを、正常画素とリペア画素とで
等しく設定して面積による積分輝度を等しくする場合には、画像データＤ１をディジタル
アナログ変換処理して得られる電圧Ｖｄａｔａを、次式により示すように補正することが
必要になる。
【０１０９】
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【数１１】

【０１１０】
　〔負帰還補正量の変動による発光輝度の変化〕
　ここで説明を簡略化するために、表示部は、図２１に示す画素回路４６により構成され
、図２２に示すタイムチャートにより動作するものとする。ここでこの画素回路４６は、
画素回路３６の構成からトランジスタＴｒ４を除去し、トランジスタＴｒ５により設定す
る電圧をＶｉｎｉとし、画像データＤ１をディジタルアナログ変換処理して得られる電圧
Ｖｄａｔａが直接駆動電圧Ｖｓｉｇとして信号線に入力される。なおここで電圧Ｖｉｎｉ
は、有機ＥＬ素子ＯＬＥＤのカソード電圧Ｖｓｓ１に、有機ＥＬ素子ＯＬＥＤのしきい値
電圧を加算した電圧である。
【０１１１】
　画素回路４６は、非発光期間が開始して一定時間が経過すると、トランジスタＴｒ３及
びＴｒ５がオン状態に設定され、保持容量Ｃｓの端子電圧がそれぞれＶｄａｔａ及びＶｉ
ｎｉに設定される。その後、画素回路４６は、トランジスタＴｒ５がオフ状態に設定され
る。画素回路４６は、続いて保持容量Ｃｓのゲート側端を信号線に接続した状態で、一定
時間の間、駆動トランジスタＴｒ１に電源Ｖｄｄ１が供給され、駆動トランジスタＴｒ１
の移動度のばらつきを補正する処理が実行される。
【０１１２】
　これにより画素回路４６では、駆動トランジスタＴｒ１の駆動電流Ｉｄｓは次式により
表される。
【０１１３】
【数１２】
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　ここでリペアにより面積比率αの非発光領域が発生すると、有機ＥＬ素子ＯＬＥＤでは
対向電極の面積が（１－α）倍に低減することになる。従って有機ＥＬ素子ＯＬＥＤの容
量Ｃｏｌｅｄは、（１－α）・Ｃｏｌｅｄに低下することになる。従って（１０）式中の
合成容量Ｃは、α・Ｃｏｌｅｄだけ低下し、利得ｇは、Ｃ－α・Ｃｏｌｅｄ－Ｃｓ）／（
Ｃ－α・Ｃｏｌｅｄ）に低下する。また同時に、移動度を補正する期間に係るβ／２・Ｃ
／ｔ補正の項も変化することになる。
【０１１５】
　すなわち画素回路４６において、移動度の補正に係る保持容量Ｃｓの端子間電圧の補正
は、駆動トランジスタＴｒ１の移動度に応じた駆動電流で一定時間の間、保持容量Ｃｓの
ソース側端を駆動トランジスタＴｒ１を介して充電することにより実行される。従って画
素回路４６では、この移動度の補正に係る負帰還の補正量であるβ／２・Ｃ／ｔ補正が有
機ＥＬ素子ＯＬＥＤの容量Ｃｏｌｅｄに依存することになる。
【０１１６】
　従ってリペアにより有機ＥＬ素子ＯＬＥＤの容量が低下すると、保持容量Ｃｓに設定さ
れる端子間電圧も変化することになる。この場合、リペア画素では、正常画素に比して保
持容量Ｃｓの端子間電圧が小さくなり、発光輝度が低下することになる。
【０１１７】
　従って単純に、有機ＥＬ素子ＯＬＥＤの駆動電流Ｉｄｓを、正常画素とリペア画素とで
等しく設定して面積による積分輝度を等しくする場合には、画像データＤ１をディジタル
アナログ変換処理して得られる電圧Ｖｄａｔａを、次式により示すように補正することが
必要になる。
【０１１８】
【数１３】

【０１１９】
　〔書込みゲイン及び負帰還補正量の変動による発光輝度の変化〕
　従って画素回路３６（図１８）では、書込みゲイン及び負帰還補正量の変動によりリペ
ア画素で発光輝度が変化する。従って単純に、有機ＥＬ素子ＯＬＥＤの駆動電流Ｉｄｓを
、正常画素とリペア画素とで等しく設定して面積による積分輝度を等しくする場合には、
（１１）式及び（１３）式をまとめて、次式により示すように補正することが必要になる
。
【０１２０】
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【数１４】

【０１２１】
　なおここでｔ補正は、電圧Ｖｄａｔａが中間階調等の特定電圧Ｖｄａｔａ０の場合に、
移動度のばらつきを最も小さく設定できる期間である。従って次式の関係式を満足する。
【０１２２】

【数１５】

【０１２３】
　ｔ補正は、この（１５）式の関係を利用して（９）式を解いて得られる次式により表さ
れる。
【０１２４】
【数１６】

【０１２５】
　またさらに画素回路３６は、第１の実施の形態について上述したと同様に、駆動トラン
ジスタＴｒ１による定電流駆動で有機ＥＬ素子ＯＬＥＤを駆動する。従って（１３）式の
関係式を満足するように、駆動トランジスタＴｒ１の特性を考慮して、非発光領域の面積
比率αの分だけ駆動電圧Ｖｓｉｇを補正することにより、正常画素とリペア画素とで面積
による積分輝度を同一に設定することができる。
【０１２６】
　しかしながらこの画素回路３６を適用した画像表示装置においても、第１の実施の形態
について上述したと同様に、単純に、リペア画素における単位面積当たりの発光輝度を増
大させて、面積による積分輝度が正常画素と同一に設定したのでは、リペア画素における
発光領域と非発光領域とが知覚されるようになり、画質の劣化が知覚されることになる。
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また非発光領域の位置及び形状によって、非発光領域の見え方が異なることになる。
【０１２７】
　そこでこの画像表示装置においても、第１の実施の形態と同様に、重み付け係数ｎ１及
びｎ２を計算して総合の重み付け係数が計算される。またこの総合の重み付け係数を用い
て、正常画素における単位面積当たりの発光輝度から、正常画素の面積による積分輝度と
リペア画素の面積による積分輝度とを同一に設定する発光輝度までの範囲で、リペア画素
における発光領域の単位面積当たりの発光輝度が最適な発光輝度に設定される。
【０１２８】
　この第３の実施の形態のように、駆動トランジスタのしきい値電圧のばらつきを補正す
る処理、移動度のばらつきを補正する場合にあっても、第１の実施の形態と同様の効果を
得ることができる。
【０１２９】
　＜第４の実施の形態＞
　図２３は、本発明の第４の実施の形態に係る画像表示装置に適用される画素回路を示す
接続図である。この実施の形態の画像表示装置は、この画素回路５６及び関連する構成が
異なる点を除いて、第３の実施の形態の画像表示装置と同一に構成される。
【０１３０】
　ここで画素回路５６は、有機ＥＬ素子ＯＬＥＤのカソードが所定電圧Ｖｓｓ１に保持さ
れ、有機ＥＬ素子ＯＬＥＤのアノードが駆動トランジスタＴｒ１のソースに接続される。
画素回路５６は、この駆動トランジスタＴｒ１のドレインに走査線を介して駆動信号ＶＳ
ＣＡＮ２（ｉ）が供給される。また画素回路５６は、この駆動トランジスタＴｒ１のゲー
ト及びソースに、駆動トランジスタＴｒ１のゲートソース間電圧を保持する保持容量Ｃｓ
が接続される。
【０１３１】
　画素回路５６は、発光期間の間、駆動信号ＶＳＣＡＮ２（ｉ）が電源電圧Ｖｄｄｖ２に
設定される（図２４（Ｂ））。これにより画素回路５６は、発光期間の間、保持容量Ｃｓ
の端子間電圧によるゲートソース間電圧による駆動電流により駆動トランジスタＴｒ１で
有機ＥＬ素子ＯＬＥＤを電流駆動する。
【０１３２】
　また画素回路５６は、走査線を介して供給される書込信号ＶＳＣＡＮ１（ｉ）によりオ
ンオフ動作する書込トランジスタＴｒ３を介して、保持容量Ｃｓのゲート側端が信号線に
接続される。また所定の固定電圧Ｖｏｆｓを間に挟んで駆動電圧Ｖｓｉｇ（＝Ｖｏｆｓ＋
Ｖｄａｔａ）が順次信号線に出力される（図２４（Ｃ））。
【０１３３】
　画素回路５６は、非発光期間が開始すると、駆動信号ＶＳＣＡＮ２（ｉ）が所定電圧Ｖ
ｓｓｖ２に設定される。ここで電圧Ｖｓｓｖ２は、駆動トランジスタＴｒ１のソースをド
レインとして機能させるのに十分に低い電圧である（図２４（Ａ）及び（Ｆ））。これに
より画素回路５６は、非発光期間が開始すると、駆動トランジスタＴｒ１を介して有機Ｅ
Ｌ素子ＯＬＥＤの蓄積電荷が放電し、有機ＥＬ素子ＯＬＥＤのアノード電圧が立ち下がっ
て有機ＥＬ素子ＯＬＥＤが発光を停止する（図２４（Ｄ）及び（Ｅ））。また保持容量Ｃ
ｓのソース側端の電圧がほぼ電圧Ｖｓｓｖ２に設定され、十分に低い電圧に設定される。
【０１３４】
　また続いて画素回路５６は、信号線が電圧Ｖｏｆｓに設定されている期間で、書込トラ
ンジスタＴｒ３がオン状態に設定され、保持容量Ｃｓのゲート側端の電圧が電圧Ｖｏｆｓ
に設定される（図２４（Ａ））。これにより画素回路５６は、保持容量Ｃｓの端子間電圧
が電圧Ｖｏｆｓ－Ｖｓｓｖ２に設定される。ここで画素回路５６は、この電圧Ｖｏｆｓ－
Ｖｓｓｖ２が駆動トランジスタＴｒ１のしきい値電圧Ｖｔｈより十分に大きな電圧となる
ように、電圧Ｖｏｆｓ、Ｖｓｓｖ２が設定される（図２４（Ｄ）及び（Ｅ））。またこれ
により非発光期間が開始した後、保持容量Ｃｓのゲート側端の電圧を電圧Ｖｏｆｓに設定
するまでの期間が、駆動トランジスタＴｒ１のしきい値電圧のばらつき補正処理の準備処
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理の期間に設定される（図２４（Ｆ））。
【０１３５】
　画素回路５６は、続いて駆動信号ＶＳＣＡＮ２（ｉ）が電源電圧Ｖｄｄｖ２に設定され
る（図２４（Ｂ））。これにより画素回路５６は、駆動トランジスタＴｒ１を介して保持
容量Ｃｓの端子間電圧を放電させ、保持容量Ｃｓの端子間電圧が駆動トランジスタＴｒ１
のしきい値電圧Ｖｔｈに設定される。
【０１３６】
　続いて画素回路５６は、書込トランジスタＴｒ３がオフ状態に設定された後、信号線が
駆動電圧Ｖｓｉｇに設定されている期間において、所定期間の間、書込トランジスタＴｒ
３がオン状態に設定される。これにより画素回路５６は、駆動トランジスタＴｒ１の移動
度のばらつきを補正する処理を実行すると共に、保持容量Ｃｓのゲート側端の電圧を階調
電圧Ｖｓｉｇに設定して有機ＥＬ素子ＯＬＥＤの階調を設定する。
【０１３７】
　〔発光輝度の変化〕
　この画素回路５６において、駆動トランジスタＴｒ１の駆動電流は（９）式により表さ
れる。従って第３の実施の形態の画素回路３６と同一に、リペアにより有機ＥＬ素子ＯＬ
ＥＤの容量Ｃｏｌｅｄが低下すると、保持容量Ｃｓに設定される端子間電圧も変化するこ
とになる。この場合、リペア画素では、正常画素に比して保持容量の端子間電圧が小さく
なり、発光輝度が低下することになる。
【０１３８】
　従って有機ＥＬ素子ＯＬＥＤの駆動電流Ｉｄｓを設定し、正常画素とリペア画素とで面
積による積分輝度を等しくする場合には、（１４）式を満足するように電圧Ｖｄａｔａを
補正することが必要になる。またさらに単純に、リペア画素における単位面積当たりの発
光輝度を増大させて、面積による積分輝度が正常画素と同一に設定したのでは、リペア画
素における発光領域と非発光領域とが知覚されるようになり、画質の劣化が知覚されるこ
とになる。また非発光領域の位置及び形状によって、非発光領域の見え方が異なることに
なる。
【０１３９】
　そこでこの画像表示装置においても、第１の実施の形態と同様に、重み付け係数ｎ１及
びｎ２を計算して総合の重み付け係数が計算される。またこの総合の重み付け係数を用い
て、正常画素における単位面積当たりの発光輝度から、正常画素の面積による積分輝度と
リペア画素の面積による積分輝度とを同一に設定する発光輝度までの範囲で、リペア画素
における発光領域の単位面積当たりの発光輝度を最適な発光輝度に設定される。
【０１４０】
　この第４の実施の形態のように、画素回路を２つのトランジスタにより構成し、駆動ト
ランジスタのドレイン電圧及び書込トランジスタの制御により保持容量の端子間電圧を駆
動トランジスタのしきい値電圧以上の電圧に設定して駆動トランジスタのしきい値電圧の
ばらつきを補正する場合にあっても、第１の実施の形態と同様の効果を得ることができる
。
【０１４１】
　＜第５の実施の形態＞
　図２５は、本発明の第５の実施の形態に係る画像表示装置を示すブロック図である。こ
の画像表示装置６１は、画素輝度調整情報部２２及び輝度調整演算回路２３に代えて、画
素輝度調整情報部６２及び輝度調整演算回路６３が設けられる点を除いて第１～第４の実
施の形態の画像表示装置と同一に構成される。
【０１４２】
　画素輝度調整情報部６２は、位置情報、非発光領域の面積比率、若しくは非発光領域の
面積比率及び輝度調整量の情報がリペア画素毎に記録される。輝度調整演算回路６３は、
この画素輝度調整情報部６２に記録された情報を用いた演算処理により、第１～第４の実
施の形態と同様に、リペア画素に対応する画像データＤ１を補正して駆動電圧を設定する
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。
【０１４３】
　この実施の形態によれば、非発光領域の面積比率、若しくは非発光領域の面積比率及び
輝度調整量の情報を用いた演算処理によりリペア画素の発光輝度を補正することにより、
より適切にリペア画素の発光輝度を補正し、一段と画質劣化を防止することができる。
【０１４４】
　＜第６の実施の形態＞
　図２６は、本発明の第６の実施の形態に係る画像表示装置を示すブロック図である。こ
の画像表示装置７１は、画素輝度調整情報部２２及び輝度調整演算回路２３に代えて、画
素輝度調整情報部７２及び輝度調整演算回路７３が設けられる点を除いて第１～第４の実
施の形態の画像表示装置と同一に構成される。
【０１４５】
　画素輝度調整情報部７２は、第１～第４の実施の形態と同様にして輝度レベル１００〔
％〕及び１０〔％〕でそれぞれ最適な輝度調整量が検出され、リペア画素毎に、この輝度
調整量が記録される。輝度調整演算回路６３は、この画素輝度調整情報部７２に記録され
た輝度調整量の情報を用いた直線補間により、リペア画素に設定する階調に対応する輝度
調整量が求められる。またこの求めた輝度調整量で対応する画像データＤ１を乗算して駆
動電圧を生成し、これによりリペア画素の発光輝度を補正する。なお直線補間演算処理に
代えて、二次関数を用いた補間演算処理により、さらには種々の関数を用いた演算処理に
より輝度調整量を計算する場合等、種々の演算手法を適用することができる。
【０１４６】
　この実施の形態によれば、輝度調整量を用いた演算処理によりリペア画素の発光輝度を
補正することにより、より適切にリペア画素の発光輝度を補正し、一段と画質劣化を改善
することができる。
【０１４７】
　＜第７の実施の形態＞
　ところでリペア画素では、単位面積当たりの発光輝度が通常画素に比して増大すること
により、図２７に示すように、正常画素に比して経時変化による発光輝度の低下が著しく
なる。従って当初、リペア画素の発光輝度を最適に設定していても、時間の経過により滅
点として視認される恐れがある。そこでこの実施の形態の画像表示装置は、内蔵のタイマ
により使用開始時からの経過時間を計測する。さらにこの経過時間により、当初設定した
リペア画素の輝度調整量を補正してリペア画素の発光輝度を設定する。これにより時間が
経過した場合にあっても、リペア画素の発光輝度を最適に設定する。
【０１４８】
　すなわち単位面積当たりの発光輝度を１／（１－α）倍に設定した場合に、時間Ｔだけ
経過した時点の発光輝度Ｌ（輝度調整１／（１－α）倍、Ｔ）は、Ｌ（通常画素、（（（
１－α）／１）β）・Ｔ）により表される。なおここでβは、加速係数である。従って輝
度調整量をさらに｛Ｌ（通常画素、（（（１－α）／１）β）・Ｔ）｝／｛Ｌ（通常画素
、（Ｔ）｝倍に設定することにより、時間が経過した場合にあっても、リペア画素の発光
輝度を最適に設定することができる。
【０１４９】
　以上の構成によれば、リペア画素の発光輝度の補正量を時間の経過により増大させ、リ
ペア画素における正常画素に対する経時変化による発光輝度の低下を防止することにより
、一段と画質を改善することができる。
＜変形例＞
　なお上述の実施の形態においては、リペア画素についてのみ輝度調整量の情報を保持す
る場合について述べた。しかしながら本発明はこれに限らず、表示画面の全ての画素につ
いて、又は表示画面の所定領域の全ての画素について、輝度調整量の情報を保持するよう
にしてもよい。なおこの場合、シェーディング補正用の輝度調整量の情報を併せて記録す
るようにして、一段と画質を向上することができる。
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【０１５０】
　また上述の実施の形態においては、滅点、輝点として観察される欠陥画素をリペアする
場合について述べた。しかしながら本発明はこれに限らず、経時変化による特性劣化が局
所的に異なる部位をリペアにより非発光部に設定する場合にも広く適用することができる
。
【０１５１】
　また上述の実施の形態においては、滅点、輝点として観察される欠陥画素をリペアする
ことを前提に、リペア画素の発光輝度を補正する場合について述べた。しかしながら本発
明はこれに限らず、リペアの処理しない場合にも広く適用することができる。すなわち部
分的に発光輝度が低い低輝度領域を有する異常画素に本発明を適用して画質を向上するこ
とができる。
【０１５２】
　また上述の実施の形態においては、有機ＥＬ素子を用いたアクティブマトリックス型の
画像表示装置に本発明を適用する場合について述べた。しかしながら本発明はこれに限ら
ず有機ＥＬ素子を用いたパッシブマトリックス型の画像表示装置、有機ＥＬ素子以外の発
光素子を用いた画像表示装置等にも広く適用することができる。
【産業上の利用可能性】
【０１５３】
　本発明は、有機ＥＬ素子を用いた画像表示装置に適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１５４】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係る画像表示装置を示すブロック図である。
【図２】リペア画素の説明に供する平面図である。
【図３】有機ＥＬ素子の定電流駆動の説明に供する特性曲線図である。
【図４】リペア画素の有機ＥＬ素子特性を示す特性曲線図である。
【図５】リペア画素における発光輝度の説明に供する特性曲線図である。
【図６】リペア画素における発光輝度の説明に供する平面図である。
【図７】最適な発光輝度の説明に供する平面図である。
【図８】非発光領域の位置による輝度調整の説明に供する平面図である。
【図９】図８の発光時の見え方の説明に供する平面図である。
【図１０】非発光領域の位置の説明に供する平面図である。
【図１１】非発光領域の位置による重み付け係数を示す特性曲線図である。
【図１２】非発光領域の形状による輝度調整の説明に供する平面図である。
【図１３】図１２の発光時の見え方の説明に供する平面図である。
【図１４】非発光領域の境界長による重み付け係数を示す特性曲線図である。
【図１５】具体的な発光輝度の説明に供する平面図である。
【図１６】図１５とは異なる例による具体的な発光輝度の説明に供する平面図である。
【図１７】有機ＥＬ素子の定電圧駆動の説明に供する特性曲線図である。
【図１８】本発明の第３の実施の形態に係る画像表示装置の画素回路を示す接続図である
。
【図１９】図１８の画素回路の動作の説明に供する信号波形図である。
【図２０】書き込みゲインの変動による発光輝度の変化の説明に供する信号波形図である
。
【図２１】定電流駆動におけるリペアによる発光輝度の変化の説明に供する接続図である
。
【図２２】負帰還補正量の変動による発光輝度の変化の説明に供する信号波形図である。
【図２３】本発明の第４の実施の形態に係る画像表示装置に適用される画素回路を示す接
続図である。
【図２４】図２３の画素回路の動作の説明に供する信号波形図である。
【図２５】本発明の第５の実施の形態に係る画像表示装置を示すブロック図である。
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【図２６】本発明の第６の実施の形態に係る画像表示装置を示すブロック図である。
【図２７】本発明の第６の実施の形態に係る画像表示装置の動作の説明に供する特性曲線
図である。
【図２８】従来の画像表示装置を示すブロック図である。
【図２９】パッシブマトリックス型の画像表示装置の説明に供する接続図である。
【図３０】アクティブマトリックス型の画像表示装置の説明に供する接続図である。
【図３１】リペア処理の説明に供する断面図である。
【符号の説明】
【０１５５】
　１、２１、６１、７１……画像表示装置、２……表示部、３、２４……駆動回路、２２
、６２、７２……画素輝度調整情報部、２３、６３、７３……輝度調整演算回路、３６、
４６……画素回路、Ｃｓ……保持容量、ＯＬＥＤ……有機ＥＬ素子、Ｔｒ１～Ｔｒ５……
トランジスタ
                                                                                

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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